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【57】申請專利範圍
1.　一種用於研磨一半導體基板之方法，該半導體基板具有一前表面及大體上平行於該前表
面之一背表面，該方法包括：

在一第一研磨步驟中，在存在一第一研磨漿料之情況下，使該基板之該前表面與一研磨

墊接觸；

在一第二研磨步驟中，在存在一第二研磨漿料之情況下，使該基板之該前表面與一研磨

墊接觸，在該第一研磨步驟後開始該第二研磨步驟；及

在一第三研磨步驟中，在存在該第一研磨漿料之情況下，使該基板之該前表面與一研磨

墊接觸，在該第二研磨步驟後開始該第三研磨步驟。

2.　如請求項 1之方法，其包括在一第四研磨步驟中，在存在該第二研磨漿料之情況下，使
該基板之該前表面與一研磨墊接觸，在該第三研磨步驟後開始該第四研磨步驟。

3.　如請求項 2之方法，其包括在一第五研磨步驟中，在存在該第一研磨漿料之情況下，使
該基板之該前表面與一研磨墊接觸，在該第四研磨步驟後開始該第五研磨步驟。

4.　如請求項 3之方法，其包括在一第六研磨步驟中，在存在該第二研磨漿料之情況下，使
該基板之該前表面與一研磨墊接觸，在該第五研磨步驟後開始該第六研磨步驟。

5.　如請求項 1之方法，其中在各研磨步驟中接觸該基板之該前表面之該研磨墊係相同研磨
墊。

6.　如請求項 1之方法，其中該第一研磨漿料包括具有二氧化矽含量為 X1 wt%之二氧化矽粒
子，及該第二研磨漿料包括具有二氧化矽含量為 X2 wt%之二氧化矽粒子，其中 X1大於

X2。

7.　如請求項 6之方法，其中 X1與 X2之比率為至少約 2:1。

8.　如請求項 6之方法，其中 X1與 X2之比率為至少約 10:1。

9.　如請求項 6之方法，其中 X1與 X2之比率為至少約 15:1。

10.   如請求項 6之方法，其中 X1與 X2之間之差異為至少約 5wt%。
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11.   如請求項 6之方法，其中 X1與 X2之間之差異為至少約 25wt%。

12.   如請求項 6之方法，其中 X1與 X2之間之差異為至少約 50wt%。

13.   如請求項 6之方法，其中該第一漿料之該等二氧化矽粒子及該第二漿料之該等二氧化矽
粒子之各者經聚合物囊封。

14.   如請求項 1之方法，其中在研磨該前表面時不研磨該背表面，且其中從該基板之該前表
面移除至少約 1 µm之材料。

15.   如請求項 1之方法，其中該基板具有約 200 mm之一直徑。
16.   如請求項 1之方法，其中各研磨漿料係一膠體。
17.   如請求項 1之方法，其中該第一研磨步驟、第二研磨步驟及第三研磨步驟之各者係在同

一研磨裝置上執行。

18.   如請求項 17之方法，其中該研磨裝置係一第二研磨裝置，且在該第一研磨步驟前，將該
基板定位於一第一研磨裝置上，及在存在一或多種第二研磨裝置漿料之情況下，使該基

板之該前表面與一第一研磨裝置研磨墊接觸，且將該基板從該第一研磨裝置轉移至該第

二研磨裝置。

19.   如請求項 18之方法，其進一步包括將該基板從該第二研磨裝置轉移至一第三研磨裝置，
該方法包括在存在一或多種第三研磨裝置漿料之情況下，使該基板之該前表面與一第三

研磨裝置研磨墊接觸。

圖式簡單說明

圖 1係用於研磨一半導體結構之一方法之一實施例之一方塊圖；
圖 2係用於研磨一半導體結構之一方法之另一實施例之一方塊圖；
圖 3係用於研磨一半導體結構之一方法之另一實施例之一方塊圖；
圖 4係一晶圓研磨系統之一實施例之一示意圖；
圖 5係展示處理一半導體晶圓之一方法之一實施例之一流程圖；
圖 6係用於在複數個基板研磨裝置上研磨一半導體結構之一方法之一實施例之一方塊

圖；

圖 7係展示在使用一單一漿料時晶圓邊緣移除輪廓之一圖表；
圖 8係展示藉由本發明之方法之一實施例及一習知方法之晶圓邊緣移除之一圖表；
圖 9根據實例 1展示用於處理基板之 STIR及 ECURV之箱形圖；及
圖 10根據實例 1展示用於處理基板之 STIR及 ECURV之機率點圖。
遍及圖式，對應元件符號指示對應部分。
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